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내  

표

1

명

[ 명  명칭]

정표시 치

[ 면  간단한 명]

제1 는 본 명  체화하는 슈  트 스트 되는 복 절효과(SBE) 식 정표시 치  단면 .

제2 는 본 명  체화하는 표시 치에  사 되는 보정시트  사시 .

본 내  공개 건 므로 전문 내  수록하  

(57) 청  

청 항 1 

로가 정 거 에 정한 간격  둔 첫째  둘째 전극  ;  전  가 고 고 그
고 학적 사  물 로 첨가된 네 틱 정층, 그들  정층  두께  넘는 향 로 정  트 스
트 각 로 트 스트된 나사  조  정 가 표시하 록 첫째  둘째 전극  사 에 끼워  상  
네 틱 정층 ; 정층에  먼 첫째 전극  한 에 치한 검출  ; 정층에  먼 둘째 
전극  한  에 치한  ; 그 고 첫째 전극 과  검출  사 에 치하고 그

고 복 절  가 고 는 필 과 같  로 되는 정표시 치.

청 항 2 

로가 정 거 에 정한 간격  둔 첫째  둘째 전극  ;  전  가 고 고 그
고 학적 사  물 로 첨가된 네 틱 정층, 그들  정층  두께  넘는 향 로 정  트 스
트각 로 트 스트된 나사  조  정 가 표시하 록 첫째  둘째 전극  사 에 끼워  상  
네 틱 정층 ; 정층에  먼 첫째 전극  한  에 치한 검출  ; 정층에  먼 둘째 
전극  한  에 치한  ; 그 고 둘째 전극 과  사 에 치되고 그 고 
복 절  가 고 는 필 과 같  로 되는 정표시 치.

청 항 3 

로가 정 거 에 정한 간격  둔 첫째  둘째 전극  ;  전  가 고 고 그
고 학적 사  물 로 첨가된 네 틱 정층 ; 정 가 정층  두께  넘는 향 로 정  
트 스트 각 로 그들  트 스트 되는 나사  조  표시하 록 첫째  둘째 전극  사 에 끼워  
상  네 틱 정층 ; 정층에  먼 첫째 전극  한 에 치한 검출  ; 정층에  먼 
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둘째 전극  한  에 치한  ; 첫째 전극 과 그 고  검출  사 에 치되고 
그 고 복 절  가 고 는 첫째 필 과 같   ; 그 고 둘째 전극 과  사 에 치
되고 그 고 복 절  가 고 는 둘  필 과 같  로 되는 정표시 치.

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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